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【はじめに】AlInN/GaN DBR を用いた 410nm 帯 VCSEL の室温連続発振が報告 
[1]されている。

一方で、誘電体 DBR を用いた VCSEL では緑色領域での発振が報告されているが[2]、窒化物半導

体 DBR による長波長域での発振は報告されていない。本研究では、AlInN/GaN DBR を有する GaN

系長波長 VCSEL の実現を目指し、長波長域（～570nm）にストップバンドを有する AlInN/GaN DBR

を作製し、評価した。 

【実験・結果】GaN 基板上に、MOVPE 法を用いて、設計波長 410nm、520nm、570nm の 40 ペア 

AlInN/GaN DBR をそれぞれ作製した。図 1 に、各 DBR の (0002) 2θ-ω X 線回折曲線を示す。い

ずれの DBR からも鋭いサテライトピークが観測された。また、最表面の GaN 層の AFM 測定によ

る RMS 値は、いずれも 0.1nm 程度であった。以上より、各 DBR の表面・界面平坦性は同程度に

良好であると考えられる。次に、図 2 に各 DBR の反射率スペクトルの測定値と計算値を示す。長

波長化に伴う比屈折率差の減少を反映して最大反射率が低下するものの、570nm 帯でも反射率

99.0%が実現した。一方で、報告された屈折率[3]を用いた反射率スペクトルの計算結果と比較す

ると、ストップバンドおよびサイドローブの形状は良い一致を示すものの、最大反射率に関して

は、長波長化するに従って計算値（99.39％：570nm）よりも測定値（99.0％：570nm）は低いこと

がわかった。屈折率値が報告された値とは異なる可能性などが考えられるが、ペア数を増大させ

ることで、長波長域であっても VCSEL のための DBR として機能すると考えられる。 
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図 1. (0002) 2θ-ω X 線回折曲線 図 2. 反射率スペクトル 

（測定：カラー太線、計算：黒細線） 
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